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应用犛犝８粘合技术的微型压力、温度和湿度集成传感器

张建刚，庞　程，方　震，赵　湛

（中国科学院 电子学研究所 传感技术国家重点实验室，北京１００１９０）

摘要：压力、温度和湿度集成传感器具有体积小、成本低和可批量生产等优点，在环境监测和工业控制等领域应用广泛。

基于微机电系统（ＭＥＭＳ）技术，本文设计和制作了一种尺寸为５．５ｍｍ×３．５ｍｍ×０．８ｍｍ的高精度压力、温度和湿度

集成传感器。该集成传感器由ＳＵ８真空粘合技术制作的铂压阻压力传感器，铂电阻温度传感器和电容式湿度传感器组

成。介绍了该集成传感器的设计思想、结构和制备过程，给出了实验和测试方法。结果表明，压力传感器的精度优于

０．０５％；温度传感器的精度为０．３％；湿度集成传感器的量程为２５％ＲＨ～９５％ＲＨ，其性能曲线的线性相关系数为

０．９９８。集成传感器中的这３种传感器的高精度表明该集成传感器的制作工艺具有良好的工艺兼容性。
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●下期预告

超静定并联式六维力传感器动力学

侯雨雷１，曾达幸１，姚建涛１，孙凤龙２，赵永生１

（１．燕山大学 机械工程学院，河北 秦皇岛０６６００４；

２．宝山钢铁股份有限公司钢管厂，上海２０１９００）

提出了一种新型的基于Ｓｔｅｗａｒｔ平台的超静定并联式六维力传感器结构，并对其进行了动力学理

论分析和有限元仿真研究。描述了该传感器相对于经典Ｓｔｅｗａｒｔ平台六维力传感器所具有的结构特

点；利用有限元法，采用位移协调和力平衡条件建立了传感器弹性动力学理论模型，依此模型进行数值

分析，绘制了固有频率与各结构参数间变化关系曲线；并利用ＡＮＳＹＳ软件建立了传感器有限元模型，

进行了振动模态分析，得到其固有频率和振型。
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